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実験結果・考察             ― GD法によるバルクヘテロ接合構造の制御は可能か！？ ― 

研究背景 
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新規な真空プロセスによる 
有機太陽電池バルクヘテロ接合構造制御の検討 
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バルクヘテロ接合構造の結晶サイズ制御が困難 
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基板上で同時に結晶成長 
⇒ C60はアモルファスで混合 
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解離効率の増加が期待 
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100 nm以下の結晶サイズ[3] 
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気相中でドナー・アクセプタを独立に 
結晶成長 ⇒ BHJ構造制御が期待  
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  低分子有機薄膜太陽電池バルクヘテロ接合膜における結晶サイズ 

    制御を目的として、「ガスデポジション法」を検討 

  Donor-Acceptor双方の結晶混合によるBHJ形成が可能 

   （結晶径は50 nm程度に制御） 

  従来の共蒸着法と比較し、高いFill Factorを実現 

       太陽電池応用への有用性を示し、今後BHJ最適構造の解明へ展開 

Manufactured by Fuchita nanotechnology Ltd, Japan[4] 
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ソース温度およびガス流量によりGD単一膜のナノ結晶サイズが変化 
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Ts: 300 oC, 
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Ts: 350 oC 
Gas: 8 L/min 
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Ts: 300 oC Ts: 350 oC 

RMS: 9.13 nm RMS: 99.63 nm 

He-gas flow 
rate 12 L/min 

RMS: 5.40 nm RMS: 40.94 nm 
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6T  Ts: 310℃, 8L/min 
C60 Ts: 600℃, 15L/min 

ZnPc  Ts: 470℃, 10 L/min 
C60 Ts: 600℃, 15L/min 

ガスデポジション法による混合膜 
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基板温度は室温で成膜 
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(008) C60 crystal 

コントラスト変更 

ITO on glass 

ZnPc:C60=1:1 
(50 nm) 

C60 (30 nm) 

BCP (6 nm) 
Al 

成膜条件 共蒸着法 GD法 共蒸着法* 
Jsc 

(mA/cm2) 5.79 6.65 11.58 
Voc (V) 0.46 0.52 0.54 

Fill Factor 0.34 0.61 0.52 
PCE (%) 0.92 2.11 3.24 

* 共蒸着の最適条件  (ZnPc:C60=1:1 膜厚35 nm, 基板加熱(90℃)  

表: J-V特性より算出した太陽電池パラメータ 

共蒸着法では達成できない良好なFill Factorを確認 

ガスデポジション法による単一膜 

6T:C60=1:1 GD film 

ZnPc:C60=1:1 GD film 

RMS: 17.90 nm RMS: 27.50 nm 


